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【57】申請專利範圍
1.　一種系統，其包括：一平臺，其經組態以固持一晶圓；一光源，其經組態以將一光束引
導於該平臺上之該晶圓之一表面處；一感測器，其經組態以接收經反射離開該表面之該

光束，且提供至少兩個偏振通道，該等偏振通道之各者提供一信號；及一控制器，其與

該感測器電子通信，其中該控制器經組態以：接收來自該等偏振通道之各者之該信號；

正規化一對該等信號之間之一差異，以產生一正規化結果；及基於該正規化結果及該對

該等信號之一總強度來判定該晶圓上之一層之一值，其中該值係一厚度、一表面粗糙

度、一材料濃度，或一臨界尺寸之一者。

2.　如請求項 1之系統，其中該感測器係一偏振敏感偵測器。
3.　如請求項 1之系統，其中該感測器經組態以提供六個該等偏振通道，且其中該感測器包
含：一第一光束分離器；一第二光束分離器，其經組態以接收來自該第一光束分離器之

光；一第一偏振光束分離器，其經組態以接收來自該第一光束分離器之光，其中該第一

偏振光束分離器經組態以產生該六個偏振通道中的兩個偏振通道；一第二偏振光束分離

器，其經組態以接收來自該第二光束分離器之光，其中該第二偏振光束分離器經組態以

產生該六個偏振通道中的兩個偏振通道；及一第三偏振光束分離器，其經組態以接收來

自該第二光束分離器之光，其中該第三偏振光束分離器經組態以產生該六個偏振通道中

的兩個偏振通道。

4.　如請求項 3之系統，其中該第一光束分離器係一 30/70光束分離器。
5.　如請求項 3之系統，其中該第二光束分離器係一 50/50光束分離器。
6.　如請求項 3之系統，其中該第二偏振光束分離器相對於一入射平面成 45°，且該第三偏
振光束分離器相對於該入射平面成 0°。

- 4450 -



7.　如請求項 3之系統，進一步包括經安置於該第一光束分離器與該第一偏振光束分離器之
間之一四分之一波片。

8.　如請求項 3之系統，其中該控制器進一步經組態以正規化該等信號之對，以產生三個該
等正規化結果，且基於該三個正規化結果來判定該值。

9.　如請求項 1之系統，其中該控制器經組態以使用公式 V=(Pq-Sq)/(Pq+Sq)來正規化該對該
等信號之間之該差異，其中 Pq及 Sq係該對該等信號，V係該正規化結果，且 Sp=Pq+Sq
係該總強度。

10.   如請求項 1之系統，其中該等偏振通道之各者係由一偏振光束分離器產生。
11.   如請求項 1之系統，其中該感測器經組態以提供經反射離開該表面之該光束的四個或更

少個偏振通道。

12.   如請求項 1之系統，其中該光源經組態以引導在複數個波長下之該光束，且其中該光源
係一可調雷射或在不同波長下工作之複數個雷射之一波長多工。

13.   如請求項 1之系統，其中該控制器經組態以藉由用一非線性最小平方最佳化演算法擬合
該對該等信號或該正規化結果來判定該層之該值。

14.   一種方法，其包括：將一光束自一光源引導於一晶圓之一表面處；用一感測器接收經反
射離開該表面之該光束；使用至少一偏振光束分離器來將該感測器中之該光束分離成複

數個偏振通道；自該等偏振通道之各者產生一信號；正規化一對該等信號之間之一差異

以產生一正規化結果；及基於該正規化結果及該對該等信號之一總強度來判定該晶圓上

之一層之一值，其中該值係一厚度、一表面粗糙度、一材料濃度，或一臨界尺寸之一者。

15.   如請求項 14之方法，其中該正規化使用公式 V=(Pq-Sq)/(Pq+Sq)，其中 Pq及 Sq係該對
該等信號，V係該正規化結果，且 Sp=Pq+Sq係該總強度。

16.   如請求項 14之方法，其中該分離進一步包括使用三個該等偏振光束分離器將該光束分離
成六個該等偏振通道。

17.   如請求項 16之方法，其中該正規化進一步包括產生三個該等正規化結果。
18.   如請求項 14之方法，進一步包括使用一模型分析該等經測量信號以判定該晶圓上之一層

之該值。

19.   如請求項 14之方法，其中該光束係在複數個波長下，其中該複數個波長係由一可調雷射
或由在不同波長下工作之複數個雷射之一波長多工產生。

20.   如請求項 14之方法，其中該判定包括用一非線性最小平方最佳化演算法來擬合該對該等
信號或該正規化結果。

圖式簡單說明

為更充分理解本發明之本質及目的，應參考結合隨附圖式取得之以下詳細描述，在隨附

圖式中：圖 1係根據本發明之一系統之一實施例之一示意圖；圖 2係根據本發明之圖 1之感
測器之一實施例之一示意圖；圖 3係使用圖 2之感測器來比較信號與厚度之一圖表；圖 4至
圖 6係針對具有不同量之鍺的 Si1-xGex磊晶層來比較信號與磊晶層厚度的圖表；圖 7係針對
Pq及 Sq來比較信號與厚度之一圖表；圖 8係針對圖 7之 Pq及 Sq來比較相位與厚度之一圖
表；及圖 9係比較可自圖 3之六個信號之正規化結果推導出之來自一表面之一可測量之反射
之一圖表。
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